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前   言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件等同采用 IEC 62047⁃30：2017《半导体器件　微机电器件　第 30 部分：MEMS 压电薄膜机

电转换特性测量方法》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动。

——为与现有标准协调，将标准名称改为《微机电系统（MEMS）技术　MEMS 压电薄膜机电转换

特性测量方法》。

——增加了 3.2 和 3.3 的注释。

——对图 1 进行了进一步标注，使得表 1 的描述与图 1 相对应。依据中文行文中图与表述位置接

近的原则，将图 1 的解释说明“MEMS 压电薄膜横向压电系数试验台的功能模块或组件的基

本构成见图 1”调整至图 1 出现的位置前后，即 4.1 处。

——更正了第 6 章  a)11）中“ec
31,f ( min )”，改为“ec

31,f (V in, min )”，更正“ec
31,f ( max )”为“ec

31,f (V in, max )”。
——更正了第 6 章  b)3）中“ed31，f”，改为“ed

31,f”，更正“ec31，f（min）”为“ec
31,f (V in, min )”，更正“ec31，

f（max）”为“ec
31,f (V in, max )”。

——更正了第 6 章  b)4）中“ec31，f（0）”，改为“ec
31,f (V in,0 )”。

——更正了 A.3.2 中“ec
31,f (V in,0 ) 和 ec

31,f (V in, max ) 可分别确定为 10.0 N/Vm 和 15.0 N/Vm”，改为

“ |ec
31,f (V in,0 ) | 和 | ec

31,f (V in, max ) | 可分别确定为 10.6 N/Vm 和 15.0 N/Vm”。

——更正了表 A.3 正横向压电系数计算结果“ed
31,f”，改为负值。

——更正了表 A.6 第 11 项中“ec
31,f ( min )”，改为“ec

31,f (V in, min )”，更正“ec
31,f ( max )”为“ec

31,f (V in, max )”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国微机电技术标准化技术委员会（SAC/TC 336）提出并归口。
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份有限公司、中机生产力促进中心有限公司、苏州大学、无锡华润上华科技有限公司、太原航空仪表有

限公司  、中国航天科工飞航技术研究院、山东中康国创先进印染技术研究院有限公司、深圳市美思先

端电子有限公司、北京遥测技术研究所、西安交通大学、北京晨晶电子有限公司、上海新微技术研发中

心有限公司、天津新智感知科技有限公司、上海芯物科技有限公司、天津大学、北京大学、河北初光汽车
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微机电系统（MEMS）技术

MEMS压电薄膜机电转换特性测量方法

1　范围

本文件描述了用于压电式微传感器和微执行器等器件的压电薄膜机电转换特性测量方法。

本文件适用于 MEMS 工艺制备的压电薄膜。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单压电层梁  unimorph beam 
由基底上的一层压电薄膜构成的梁。

3.2
正横向压电系数  direct transverse piezoelectric coefficient
由应变或应力产生的电荷或电压，通过计算得到压电薄膜的横向压电系数。

注： 用于压电薄膜时，一般表述为正等效横向压电系数。

3.3
逆横向压电系数  converse transverse piezoelectric coefficient
由电场或电压引起的应变或应力，通过计算得到压电薄膜的横向压电系数。

注： 用于压电薄膜时，一般表述为逆等效横向压电系数。

4　MEMS压电薄膜试验台

4.1　总则

以下横向压电特性的测量方法适用于单压电层梁。MEMS 压电薄膜横向压电系数试验台的功能

模块或组件的基本构成见图 1。试验台的符号和名称见表 1。
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